Telefunken Diode BAY69 Datasheet
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BAY69
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Telefunken Diode BAY69 Datasheet
Silizium-Epitaxial-Planar-Dioden
Anwendungen: Sehr schnelle Schalter
Abmessungen in mm
o . a=18
athods L1 Standard Glasgehause
: — 5442 DIN 41880
| + JEDEC DO 35
- =26 _| =33 | ' =18 | Gewichil max. 0,16 g
Bestempelung: Klartext
Absolute Grenzdaten
Periodische Spitzensparrspannung
BAY 68 [T 35 W
BAY 69 [ &0 v
Sparrspannung
BAY 68 Uy 25 v
BAY 69 u, 50 v
StoBdurchlaBstrom
Tp =1 [TH3 'rFSM 2 A
Penodischer DurchlaBspitzenstrom feam 225 ma
Durchlastrom I 150 ma
DurchlaBstrom, Mittelwert
Uy=0 [ 150 i
Verlustleistung
[= 4 mm, Tl=dE'°C Fu 440 mw
TL =25°%C Pu 500 mw
Sperrschichttemperatur T 200 °C
Lagerungstemperaturbereich Tslq =B5....+ 200 C
Maximaler Wirmewiderstand
Sperrschicht-Umgebung
/=4 mm, T, =konstant Ryn 350 KW
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Telefunken Diode BAY69

BAY 68 - BAY 69

Datasheet

KenngréBen Min.
'.I'I = 25 °C, falls nicht anders angegeben

DwrchlaBspannung

1. =100 ma, L
Sperrstrom
U,= 25V BAY&SB I
U,= 50V BAYE9 I
]"I = 150 °C
U,= 30V BAY&8 I,
U,= 50V BAYE9 I,
Curchbruchspannung
I, =100 uA BAY 68 Ugn," 5
BAY B9 Uign M B0
Diodenkapazitat
U, =0, f=1MHz U, =50 mV C,
Rickwiartserholzedt
fe=1l, =10mA, i, =1mA R =1000 t,

f
1 g
T 0.0, -fn =0.3 ms

Typ.

100
100

100
100
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Telefunken Diode BAY69 Datasheet
BAY 68 - BAY 69
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